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Oznaceni krystalografické orientace. Pfi této orientaci jsou
stény krychli kubické struktury pfiblizné rovnobézné
s povrchem kiemikové desky.

Oznaceni krystalografické orientace. Pfi této orientaci jsou
télesné uhlopticky krychli kubické struktury pftiblizné
kolmé k povrchu kiemikové desky.

— Ctytbodova sonda

Epitaxni reaktor Se susceptorem valcového typu (barrel
typ). Pouziva ohfev pomoci infralamp (IR ohiev).

Epitaxni reaktor se susceptorem valcového typu (barrel
typ). Pouzivé ohiev pomoci infralamp (IR ohfev).

7810 (ASM 7810)

Amoniak je plynna chemicka slouc¢enina dusiku s vodikem.
S vodou vytvafi slouceninu hydroxid amoénny (NH4OH).
Roztok hydroxidu aménneho ve vode se téZ nazyva Cpavek
anebo ¢pavkova voda a je silna Ziravina.

Pro alkalické myti SiD se pouziva velmi zfedény roztok
hydroxidu aménneho.

AMONIAK
Ammonia

NH3

Angstrom je jednotka délky pouzivdna v krystalografii a v ANGSTROM
technologii tenkych vrstev. Angstrom
10A = 1nm (nanometr), 10 000A = 1um (mikrometr) -
=—————— milimetru
10 000 000
Chemicky prvek. Pouziva se jako dopant. Dopovanim ANTIMON
kiemiku antimonem vznika N-typ polovodice. Antimonu se Antimony

pouziva jako dopantu pro substrat ale ne pro epitaxni
VIstvy.

Sb




Chemicky nete¢ny, nehotflavy a nedychatelny plyn, Ize ho
pouzit misto hélia pro tlakovani systému trichlorsilanu.

ARGON
Argon

Ar

Chemicky prvek. Pouziva se jako dopant. Dopovanim
kifemiku arzénem vznika N-typ polovodie. Zdrojem
arzenu pii depozici Vv epitaxnim reaktoru je jeho slouc¢enina
s vodikem — arzin.

ARZEN
Arsenic

As

Chemicka sloucenina arzenu s vodikem. Arzin je prudce
jedovaty plyn. Dodéava se zkapalnény v tlakovych lahvich,
anebo v tlakovych lahvich ve smési s vodikem. V epitaxni
technologii se pouziva jako zdroj arzenu pro dopovani.

ARZIN
Arsine

ASsH;

Zatizeni, které z plynné¢ smési odchézejici z epitaxniho
reaktoru odstrani Skodlivé latky, pokud tyto latky reaguji s
vodou (trichlorsilan, diboran, chlorovodik). Ostatni latky
nejsou vibec absorbovany (dusik, vodik, fosfin) a/nebo
nejsou absorbovany uplné€, protoze asanator nema 100 %
ucinnost.

ASANATOR
Scrubber

Autodoping je dopovani epitaxni vrstvy dopantem AUTODOPING
uvolnénym ze samotné kiemikové desky V epitaxnim Autodoping
reaktoru.
— Zvon (kfemenny) BELL JAR

Bell Jar
Papir ur¢eny pro pouZiti v Cistych prostorech. Prachové BEZPRASNY PAPIR

Castice se z n¢ho uvoliuji v podstatné mensi mifte, nez z
bézného papiru.

Lintfree Paper

Chemicky prvek. Pouziva se jako dopant. Dopovanim
kfemiku borem vznikd P-typ polovodice. Zdrojem boru pfi
depozici v epitaxnim reaktoru je jeho slouéenina s vodikem
— diboran.

BOR
Boron

B

Néadoba s kapalnym TCS (trichlorsilanem), ktery se
probublavé vodikem. Vodik nasyceny parami TCS se vede
do pracovni komory epitaxniho reaktoru.

BUBLER
Bubbler




Indexy zpusobilosti. Ciselné vyjadieni zpisobilosti
procesu, tedy schopnosti procesu splnit pozadavky
zakaznika (zdkaznikem mutze byt i nasledujici operace).
Velice zpiisobilé jsou procesy s Cp =2 a vice a Cpk = 1,67
a vice. Naopak procesy s indexy Cp, Cpk mensimi jako 1
jsou nezpiisobilé.

Cp, Cpk se vzdy urcuji pro konkrétni druh vyrobku a jeho
konkrétni parametr (napiiklad Cp, Cpk pro tloustku
epitaxni vrstvy).

Pozadavka zakaznika je urcena specifikaci v jakém rozsahu
se miize parametr pohybovat (naptiklad tloustka epitaxni
vrstvy od 20 do 25 mikrometrtt).

Cp, Cpk
Cp, Cpk - Capability Indexes

Graficky zdznam z CV-testu. Je to graf zavislosti kapacity
mezi rtutovou kapkou sondy a epitaxni vrstvou od napéti
mezi sondou a vrstvou. Z CV kiivky se vypocita mérny
odpor epitaxni vrstvy.

CV KRIVKA
CV diagram

CV-test je méfeni zavislosti kapacity C mezi rtutovou
kapkou sondy a epitaxni vrstvou od napéti U mezi sondou
a vrstvou. Grafickym zdznamem mcéfeni je CV-kiivka.
Izola¢nim materialem mezi sondou a vrstvou je tenky oxid
kfemiku (n€kolik nanometrti), ktery se vytvari oxidaci v
horké kyselin€ dusi¢né.

CV TEST
CV Test
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Obrazek v némz je zakodovana posloupnost ¢islic a znakt
pomoci Car rizné tlouStky. Obrazek lze vytisknout na
obyCejny papir a je snimatelny pomoci ¢itacli ¢arového
kédu. Pouzivda se k automatizaci vkladani udaji do
pocitace.

CAROVY KOD
Barcode

123235642dfg

Cisty prostor je mistnost ve které je pomoci klimatizadniho
a filtraniho zafizeni omezené mnozstvi prachovych ¢éstic
ve vzduchu. V Cistém prostoru je také fizena teplota a
vlhkost vzduchu. Cisté prostory se rozdéluji podle
dosazené cCistoty na prostory tiidy 1, 10, 100, 1000, 10 000
a 100 000. Pro omezeni zneciSténi prostoru se pouziva
specialni odév.

CISTY PROSTOR
Clean Room

— Amoniak

CPAVEK
Ammonia




Pfistroj na méfeni mérného odporu epitaxni vrstvy.
Zakladem jsou Ctyii hroty pfitlacené k povrchu epitaxni
vrstvy. Krajni hroty 1 a 4 slouzi k pfivedeni proudu, na
hrotech 2 a 3 se méfi napéti. Mérny odpor je vypocten.

Ctytbodova sonda se pouziva pouze tehdy, je-li vytvoien
PN-pfechod (t.j. epitaxni vrstva ma opacny typ vodivosti
nez substrat).

CTYRBODOVA SONDA
Four Point Probe
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— Ctyfbodova sonda CTYRBODOVKA
— Ctyrbodova sonda CTYRSONDA
Vysoce Cista voda ziskand pomoci reverzni osmozy a DEMI VODA
iontoménicl. Demi voda neni vhodna pro myti pokozky D.I. Water

anebo pro piti. Smrtelnd dévka je asi dva litry pfi poziti.
Pouziva se jako zékladni rozpoustédlo pro vodné chemické
procesy (myti, leptani, oplachy).

H,O

Depozice je proces V epitaxnim reaktoru, ve kterém se na DEPOZICE
kiemikovych deskach (substrat) vytvati epitaxni vrstva. Deposition
— Kfemikova deska DESKA
Wafer
Chemicka sloucenina boru s vodikem. Diboran je prudce DIBORAN
jedovaty na vzduchu samozapalny plyn. Dodava se v Diboran
tlakovych lahvich ve smési s vodikem. V epitaxni B H
technologii se pouziva jako zdroj dopantu - boru. 2116
Dopant je chemicky prvek ptidany do kiemiku (anebo DOPANT
jiného polovodice) za ucelem ovlivnéni jeho elektrickych Dopant
vlastnosti. Dopantem mtize byt bor jehoz ptidanim vznika
P-typ polovodic¢e anebo fosfor, arzen a antimon jejichz
piimés vytvarii N-typ polovodice.
Proces zavadéni dopantu do kifemiku. Tyto procesy DOPOVANI
probihaji ve specialnich zatizenich pti vysokych teplotach. Doping
Nehotlavy a nedychatelny plyn, chemicky nereaguje s DUSIK
jinymi materidly v epitaxnim procesu a proto se pouZziva Nitrogen

pro vytvofeni netecné atmosféry v epitaxnim reaktoru,
pokud neprobihd epitaxni proces. Slouzi také k vyplachnuti
ostatnich hoflavych nebo Skodlivych slozek (vodik, TCS,
fosfin, ...) z reaktoru.

N>




Zkratka pouzivana pro slova "Epitaxe", "Epitaxni" atd. EPI
Epi
Epitaxe je proces vytvareni monokrystalickych vrstev na EPITAXE
substratu. Krystalografickd struktura epitaxni vrstvy je Epitaxy
pokracovanim krystalografické struktury substratu. Slovo
"epitaxe" je feckého pivodu slozené¢ z dvou ¢asti: ,.epi
znamena ,,na“ a ,,taxe” s vyznamem ,,usporadany*.
Epitaxni reaktor je zafizeni pro vytvafeni - depozici — EPITAXNI REAKTOR

epitaxnich vrstev.

Pouzivané typy reaktori: ASM 7700, ASM 7810, Epsilon
One, Gemini 2

Epitaxial Reactor

— Epitaxe

EPITAXNI RUST
Epitaxial Growth

Epitaxni vrstva je monokrystalickd vrstva narostend na
substratu. Krystalograficka struktura epitaxni vrstvy je
pokracovanim struktury substratu.

EPITAXNI VRSTVA
Epitaxial Layer

Jednodeskovy epitaxni reaktor. Pracovni komora slouzi k
depozici jediné desky. Pouziva ohfev pomoci infralamp (IR
ohfev). Jednodeskovy reaktor se pouziva k vytvafeni
vysoce preciznich epitaxnich vrstev.

EPSILON ONE

Fazeta je zbrouSené misto na okraji desky. Na desce je
hlavni fazeta, ktera slouzi k orientaci desky v dalsim
technologickém procesu a pomocné fazety. Poloha
pomocné fazety vzhledem ke hlavni je dana
krystalografickou orientaci a typem vodivosti. Hlavni
fazeta je veétsi.

\ HLAVNI

~

POMOCNI

FAZETA
Flat

()

P-typ <111> N-typ <111>

()

N-typ <100> P-typ <100>

DD




FazetovaC¢ je zafizeni na orientaci kiemikovych desek
Vv zasobniku tak, aby jejich hlavni fazety byly oto¢eny dolu.

FAZETOVAC
Flat Finder

Chemicka sloucenina fosforu s vodikem. Fosfin je plyn na
vzduchu samozapalny a prudce jedovaty. Dodava se
zkapalnény v tlakovych lahvich, anebo v tlakovych lahvich
ve smési s vodikem. V epitaxni technologii se pouziva jako
zdroj fosforu pro dopovani.

FOSFIN
Phosphine

PH;

Chemicky prvek. Pouziva se jako dopant. Dopovanim
kiemiku fosforem vznika N-typ polovodi¢e. Zdrojem
fosforu pii depozici V epitaxnim reaktoru je jeho
sloucenina s vodikem — fosfin.

FOSFOR
Phosphorus

P

Jednotka objemu pouzivand v USA. Je tieba rozliSovat od
UK (United Kingdom) galonu ktery ma 4,546 litru.

GALON
Gallon

11G = 3,7854litry|

Epitaxni reaktor s uloZenim desek naplocho na "talifi"
(pancake typ). Pouziva vysokofrekven¢ni indukéni ohfev
(RF ohftev).

GEMINI 2

PLYNY

)

Prppt!
RF OHREV
Jednotka pratoku galon za minutu. Pouziva se v USA pro GPM
prutok kapalin. GPM

I1GPM = 3,78541/min|

— Susceptor

GRAFITOVA PODLOZKA

Susceptor




Sprcha a umyvadlo pro oplach tela a o¢i umisténé na
pracovisti co nejblize k mistu pouziti chemikalii. Pouziva
se okamzité pii zasazeni o¢i nebo povrchu téla ziravinami
anebo jinak Skodlivymi latkami (napf. kyseliny, Cpavek,

).

HAVARIJNI SPRCHA
Eyewash & Shower

B -

Chemicky netecny, nehoflavy a nedychatelny plyn.
Pouziva se jako tlakovaci plyn pro dopravu kapalného
trichlorsilanu misto vodiku, protoze se v  kapalném
trichlorsilanu mén¢ rozpousti.

HELIUM
Helium

He

Elektronické zafizeni pro méfeni pritoku plynd. Obvykle
byva spojeno s elektrickym regula¢nim ventilem, takze
podle signalu z fidici jednotky nastavuje pratok plynného
média.

HMOTOVY PRUTOKOMER
Mass Flow Controller, MFC

Chemickd sloucenina chloru s vodikem. Rozpustény ve
vod¢ tvoii kyselinu chlorovodikovou. Chlorovodik je
Ziravy jedovaty plyn. Dodava se zkapalnény v tlakovych
lahvich anebo v kontejnerech. V epitaxni technologii se
pouziva chlorovodik jako plynné leptadlo kiemiku v
epitaxnim reaktoru. V epitaxnim reaktoru vznikd také
béhem depozice jako vedlejsi produkt pifi rozkladu
trichlorsilanu.

CHLOROVODIK
Hydrogen Chloride

HCI

Meérny odpor epitaxni vrstvy vytvorené bez dopovani.

INTRINSICKY ODPOR
Intrinsic Resistivity

Koncentrace dopantu je pocet atomd dopantu v jednom
kubickém centimetru materidlu. Koncentrace je velmi
velké ¢&islo, proto se udavd v exponencidlnim tvaru.
Koncentrace 10° znamena, Ze v jednom kubickém
centimetru polovodi¢ového materialu je jedna miliarda
atomt dopantu.

KONCENTRACE DOPANTU
Dopant Concentration

Zavislost koncentrace dopantu od vzdalenosti od povrchu
epitaxni vrstvy.

KONCENTRACNI PROFIL
Concentration Profile




Nezadouci pfimés v materidlu. Naptiklad kontaminace
kiemikové desky, kontaminace dusiku, atd. V nékterych
ptipadech se rozliSuje kontaminaci povrchu a kontaminaci
objemu. Napiiklad povrch kiemikové desky mitize byt
kontaminovén prachovymi ¢asticemi, objem - kiemik mtze
byt kontaminovan zlatem. Pfimés dopantu se nepovazuje
za kontaminaci.

KONTAMINACE
Contamination

Orientace krystalografické struktury kfemiku vzhledem k
povrchu kiemikové desky. V polovodi¢ové technologii se
pouziva orientace <111> a <100>.

Krystalograficka orientace a typ vodivosti jsou zakodované
v umisténi hlavni a pomocni fazety.

KRYSTALOGRAFICKA
ORIENTACE
Crystallographic Orientation

Zpusob pravidelného uspotfadani atomi v tuhé latce.
Pomyslnd mfizka, jejiz uzly jsou ve stfedech atomui se
nazyva krystalova mfizka.

Tuh¢ latky ve kterych jsou atomy uspotaddany podle n&jaké
krystalografické struktury se nazyvaji  krystalické
materialy. Tuhé latky v nichZz neexistuje zadné pravidelné
usporadani atomu jsou amorfni materialy.

Krystalograficka struktura podle které jsou usporadany

atomy kiemiku se nazyva kubicka struktura typu diamantu
anebo diamantova struktura (na obrazku).

KRYSTALOGRAFICKA
STRUKTURA
Crystallographic Structure

Sklo vyrobené z Cistého kiemene bez jakychkoli pfisad.
Kfemenné sklo méa vyborné mechanické vlastnosti a
chemickou odolnost, snasi vysoké teploty 1 prudké zmény
teploty, ale obtizné se zpracovava. V epitaxni technologii
se pouziva vysoce Cist¢ kiemenné sklo na vyrobu
kfemennych zvontl a dalSich dilti epitaxniho reaktoru.

Soucasti z kiemenného jsou velmi drahé.

KREMENNE SKLO
Quartz

Je to chemicky prvek s polovodicovymi vlastnostmi. V
soucasnosti je kiemik nejvyznamnéjSim polovodiCovym
materidlem.

KREMIK
Silicon

Si




Platek kruhového tvaru z kiemiku, na ktery se nanéseji —
deponuji — epitaxni vrstvy. Kiemikova deska miize byt
typu P anebo N a muze mit Kkrystalografickou orientaci
<100> anebo <111>. Razné typy kiemikovych desek jsou
rozliSeny uspofadanim fazet. Dalsi dilezité vlastnosti jsou:
prumér, tlouStka, mérny odpor a dopant. Na kiemikové
desce se rozliSuje piedni strana a zadni strana.

Kiemikova deska je zdkladnim materidlem pro vyrobu
polovodicovych soucastek. Pouzivaji se desky s epitaxni
vrstvou i bez epitaxni vrstvy.

KREMIKOVA DESKA
Silicon Wafer

Kubicka stopa je jednotka objemu pouzivana v USA a UK.

KUBICKA STOPA
Cubic Foot

I1CF = 28,32litr(|

Kvalifikace je ptfedepsany postup, kterym se ovéri, Ze
zafizeni nebo médium nebo proces dosahuji predepsané
parametry.

KVALIFIKACE
Qualification

Kyselina dusi¢nd je silnd zdravi skodliva Ziravina. Protoze
je silnim oxida¢nim cinidlem, s hoflavymi latkami
exploduje. Pouziva se k oxidaci kiemiku a ve smési s
kyselinou fluorovodikovou k leptdni pfipravki z
kfemenného skla.

Koncentrace dodavané a pouzivané kyseliny je 69-70 % ve
vode.

KYSELINA DUSICNA
Nitric acid

HNO;3

Kyselina fluorovodikova je roztok fluorovodiku ve vodé.
Je to zdravi Skodliva Ziravina. Pouziva se na leptani oxida a
ptipravkl z kiemenného skla.

Koncentrace dodavané a pouzivané kyseliny je 48-50 % ve
vodé. Pozor: kyselina fluorovodikova rychle rozpousti
bézné (tabulové) sklo.

KYSELINA
FLUOROVODIKOVA
Hydrofluoric Acid

HF

Box ve kterém se pomoci ventilatoru a filtru dosahuje asi o
jeden az dva stupné lepsi tiida Cistoty jako v okolnim
prostoru.

LAMINARNI BOX
Laminar Flowhood

Je to rychlost odstranovani povrchu plynnym anebo
kapalnym leptadlem. Jednotka leptaci rychlosti je
mikrometr za minutu (uw/min).

LEPTACI RYCHLOST
Etch Rate




Elektricka vlastnost kifemikové desky anebo epitaxni vrstvy

MERNY ODPOR

(obecné kazdého materialu). Cim men$i mérny odpor, tim Resistivity
Iépe vede material elektricky proud. Jednotka mérného
odporu je Qcm (ohm centimetr).
Mérny odpor zavisi od koncentrace dopantu. Cim vyssi je
koncentrace dopantu, tim niz$i je mémy odpor epitaxni
VIstvy.
Mikrometr je jednotka délky. MIKROMETR
Micrometer
lu= 1 milimetru
1000
— Mikrometr MIKRON
Micron
Mil je jednotka délky pouzivana v USA a UK. MIL
1pm = 0,03937mil, 1mil = 25,4um Mil
. 1
Imil = palce
1000
Material, v jehoZ celém objemu jsou atomy pravidelné MONOKRYSTAL

usporadany podle krystalové miizky. nepravidelnosti v
uspofadani se nazyvaji krystalografické poruchy.

Single Crystal

Nanometr je jednotka délky. NANOMETR
1000nm = 1Mm Nanometer
m = ——————milimetry
1000000
N-typ (Negativni) vodivosti ma kiemik (Si) dopovany N-TYP
fosforem (P) arzénem anebo antimonem. Ne¢které atomy N-Type

ktemiku v krystalu jsou nahrazeny atomy dopantu.
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Obéznik je takové mnozstvi kiemikovych desek, které jsou
urceny ke zpracovani na témze epitaxnim reaktoru, za
stejnych podminek a maji mit stejné vlastnosti. Zpravidla
to byva jedna krabice obsahujici 25 SiD.

Souvisejici pojmy:

vyrobni varka (production lot) — takovy pocet epitaxnich
desek, které byly soucasné vyrobeny v jediném vyrobnim
cyklu epitaxniho reaktoru.

vyrobni sada (production set) — takovy pocet vyrobnich
varek (a/nebo obéznikil), které tvoti ucelenou sadu desek
ve vyrobnim obdobi (ve smén¢ nebo ve dnu).

OBEZNIK
Lot

Zavislost odporu Sifeni R (elektrického odporu mezi
hrotovou sondou a vzorkou) od vzdalenosti X. X je
vzdalenost hrotu sondy od zacatku Sikmého vybrusu.

Z profilu odporu Sifeni se vypocita koncentracéni profil
dopantu, tloustka epitaxni vrstvy a §iika ptrechodové
oblasti.

ODPOR SIRENI - PROFIL
Spreading Resistance Profile

XL

oot

Ochranny oxid je oxid kifemiku naneseny na zadni stranu
desek za icelem snizZeni autodopingu.

OCHRANNY OXID
Back Seal Oxide

Sloucenina kiemiku s kyslikem v pfirodé¢ znama jako
minerdl krystal. Je také zakladni slozkou skla. V
polovodicové technologii se oxid pouziva jako izola¢ni
vrstva. Vyrabi se bud’ pfimou oxidaci kfemiku, anebo
nanasenim (CVD).

OXID
Oxide

SiO,

Palec je jednotka délky pouZzivana v USA a UK.

PALEC
Inch

11" = 25,4 milimetid|

Elektricka vlastnost tenké vrstvy (napfiklad epitaxni). Je to
elektricky odpor mezi protilehlymi stranami vyfezu vrstvy
¢tvercového tvaru (L = W, smér elektrického proudu | je
podle Sipky na obrazku). Jednotkou plosného odporu je
Q/7 (ohm na c¢tverec). Mérny odpor vrstvy v Qcm je
soucin plo§ného odporu v Q/7 a tloustky t v centimetrech.

PLOSNY ODPOR
Sheet Resistance




Pokud jsou na jedné kiemikové desce vyrobeny oblasti P-
typu a N-typu, pak oblast v tésné blizkosti jejich rozhrani je
PN ptechod. PN ptechod je zakladni stavebni jednotkou
mnoha polovodi¢ovych soucéstek pro jeho vynimecné
elektrické vlastnosti.

PN PRECHOD

Z hlediska elektrické vodivosti je mozné materialy rozdélit
na izolacni materialy - nevedou elektricky proud, kovy -
dobré vodice elektrického proudu a polovodice. Polovodice
jsou materidly jejichz elektrickou vodivost lze pomoci
dopantt, elektrického pole anebo zmény teploty natolik
ovlivnit Ze se mohou chovat jednou jako izola¢ni material a
podruhé jako kov. Tyto vlastnosti se mohou projevit pouze
pokud je materidl v monokrystalickém stavu a ¢aste¢né se
polovodicové vlastnosti projevuji také v polykrystalickém
stavu. Podle dopantu se rozliSuje P-typ a N-typ polovodice.
Na vlastnosti polovodi¢ii ménit elektrickou vodivost
Vv Sirokém rozsahu je zalozenych mnozstvi polovodicovych
soucastek — diody, tranzistory, integrované obvody.

Nejvice pouzivany polovodi€ je kiemik.

PN Junction
N
=
i
POLOVODIC

Semiconductor

Material , ktery se sklddd z mnoha miniaturnich
monokrystali.

POLYKRYSTAL
Polycrystal

yo
d e 9 S
5‘%\‘9\ Sisrsisigrg  ©F

(Parts Per Million) miliontina. Naptiklad 15 ppm vadnych
vyrobkll znamend 15 vadnych z miliona vyrobenych.

PPM
PPM

Zatizeni na meéfeni pratoku plynu anebo kapaliny.
Pratokomér byva obycejné spojen s regulacnim ventilem.
Nejvice pouzivany typ mechanického pritokoméru -
rotametr - je na obrazku. Nejzndméjsi typ elektronického
pritokoméru je hmotovy pratokomér.

PRUTOKOMER
Flowmeter

Pfedni strana anebo funk¢ni strana kiemikové desky je ta
strana, na kterou se deponuje epitaxni vrstva. V dalSim se
pak na této strané¢ vytvafi struktura polovodi¢ovych
soucastek.

PREDNIi STRANA
Front Surface




Oblast epitaxni vrstvy

PRECHODOVA OBLAST
Transition

PSI (Pound per Square Inch) je jednotka tlaku pouzivana v
USA a UK. Jednotka PSI se pouziva pro absolutni tlak, to
znamena tlak vii¢i vakuu.

100 kPa = 14,5 PSI

PSI
PSI

1 PSI=0,0069MPa
1MPa =145PSI

PSIG (PSI Gage) je stejna jednotka jako PSI, ale pouziva
se pro pretlak, to znamena tlak vic¢i atmosféfe. Absolutni
tlak je tedy o tlak atmosféry vétsi jako tlak odeéteny z
pfistroje, ktery je kalibrovan v PSIG.

PSIG
PSIG

P-typ (Pozitivni) vodivosti ma kiemik (Si) dopovany
borem (B). Nékteré atomy kifemiku v krystalu jsou
nahrazeny atomy p-dopantu - boru.

P-TYP
P-Type

SESESRSRS)
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Zatizeni na snizeni a stabilizaci tlaku plynu. PouZiva se na
piipojeni k tlakové lahvi. Vysoky tlak v 1dhvi 3 az 15 MPa
se prevadi na nizky tlak 0,1 az 0,3 MPa. Reduk¢ni ventil se
téz pouziva k pfipojeni k potrubnimu rozvodu, kde je tlak
plynu vyssi jako potfebny pracovni tlak.

REDUKCNI VENTIL
Regulator (valve)

Nastroj statistického fizeni procesu.

REGULACNI DIAGRAM
Control Chart

UCLx X
LC ’.'..' '. ...'.
LCLx
vewr B
0
Chemicky prvek, kov. Pii pokojové teploté¢ kapalny. Rtut’ i RTUT
jeji pary jsou jedovaté. Pouzivd se ve rtutové sondé. Mercury
Zatizeni pouZzivajici rtut’ musi byt vybaveny odsavanim. H g
Zaiizeni na méfeni CV kiivky (CV test). RTUTOVA SONDA

Mercury Probe




Je to rychlost nardistani epitaxni vrstvy V epitaxnim
reaktoru. Jednotka rustové rychlosti je mikrometr za
minutu (u/min).

RUSTOVA RYCHLOST
Growth Rate

SCCM (Standard Cubic Centimeter per Minute) je SCCM
anglické oznaceni pratoku 1 normdlni mililitr za minutu. SCCM
To znamend pratok jednoho mililitru plynu za minutu pri

teplote 20°C a tlaku 0,1 MPa.

Zkratka pro kiemikovou desku. SiD
SLM (Standard Liter per Minute) je anglické oznaceni SLM
pritoku 1 normalni litr za minutu. To znamend prutok SLM
jednoho litru plynu za minutu pfi teploté 20°C a tlaku 0,1

MPa.

— Statistické fizeni procesu SPC

Statistical Process Control

— Odpor Siteni

SRP
Spreading Resistance Profile

Zpusob technického fizeni procesu pomoci statistickych
metod. Ukolem SPC je zjistit v $umu riznych vlivi
existenci takovych vlivl, které by mohli trvale vyznamné
zménit proces a to jesté diive, nez k vyznamnym zménam
procesu dojde. Dilezitym nastrojem SPC je regulacni
diagram.

STATISTICKE RIZENI
PROCESU
Statistical Process Control

Stopa je jednotka délky pouZivana v USA a UK. STOPA
Foot
1'=12palcd
Substrat je kfemikova deska typu N nebo typu P, s SUBSTRAT
orientaci <100> nebo <111>, na které se vytvaii jedna nebo Substrate

vice epitaxnich vrstev.
Typicka tloustka substratu je 250-650 pm.

EPITAX}\II VRSTVA

SUBSTRAT




Susceptor je grafitovd podlozka rGzného tvaru s
prohlubnémi pro vkladani kiemikovych desek (substrati).
Vnéjsi povrch susceptoru je pokryt vrstvickou karbidu
kiemiku SiC pro zvysSeni jeho mechanické a chemické
odolnosti.

Vilcovy susceptor (na obrazku vpravo) se pouzivd pro
reaktory ASM7700 a reaktory ASM7810, deskovy
susceptor se pouziva pro reaktory Gemini2 a specialni
susceptor se pouziva pro reaktor Epsilon One.

Susceptor je velmi drahou soucasti reaktoru, vrstvicka
karbidu kfemiku SiC je velmi citlivd na poSkozeni a
kontaminaci.

SUSCEPTOR
Susceptor

Cast epitaxniho reaktoru, kde jsou umistény priitokoméry,
ventily, bubler, filtry a dalsi zafizeni pro regulaci prutokd a
michani plynl vstupujicich do pracovniho prostoru
epitaxniho reaktoru.

PLYNOVY PANEL
Gas Cabinet, Gas panel

Sikmé zbrouseni povrchu desky pod malym thlem (3-10°).
Tloust’ka epitaxni vrstvy t se pak ptemitne do délky t'.

SIKMY VYBRUS
Section
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— Trichlorsilan

Néadoba na skladovani plynii pfi vysokém tlaku.

TLAKOVA LAHEV
Cylinder




Chemické sloucenina kiemiku s chlorem a vodikem, jeden
ze zakladnich materidli v epitaxni technologii.
Trichlorsilan je za bézné teploty kapalina, je pozarné
nebezpecny a reaguje jiz se vzdusnou vlhkosti.

Pary trichlorsilanu se v epitaxnim reaktoru za vysoké
teploty 900-1200 °C rozkladji pti¢emz vznikaji volné
atomy ktemiku. Ty se uklddaji na substrat ve formé
epitaxni vrstvy.

TRICHLORSILAN (TCS)
Trichlorsilane

SiHCI;

Ttida cistoty prostoru je maximalni obsah prachovych
Castic obsazenych v jedné kubické stopé vzduchu. Pocitaji
se pouze prachové cCastice vétsi 0,5 mikrometru. Rozlisuji
se tfidy cistoty 1, 10, 100, 1000, 10 000 a 100 000.

TRIDA CISTOTY
Cleanliness Class

P-typ anebo N-typ.

TYP VODIVOSTI
Conductivity Type

Nastroj pro ru¢ni manipulaci s kfemikovymi deskami.
Deska se vakuovou pinzetou uchopuje vzdy pouze za zadni
stranu.

VAKUOVA PINZETA
Vacuum Chuck

Vysoce hotlavy a plyn lehéi jako vzduch. Smichany ze VODIK
vzduchem tvofti traskavou zmés. Nedychatelny. Slouzi jako Hydrogen
nosny plyn pro dopanty a trichlorsilan. H

2
— Sikmy vybrus VYBRUS

Section

Procento odvedenych vyrobkt (ty které splituji specifikaci) VYTEZNOST
ze vSech zalozenych. Yield




Prestupni mistnost (komora) do Ccistého prostoru. Do
vzduchové sprchy se vstupuje v odévu pro Cisty prostor. Po
uzavieni dvefi je spuStén ventilator a silny proud
filtrovaného vzduchu odstranuje z odévu prachové castice.
Do vzduchové sprchy vstupuje omezeny pocet lidi. Béhem
»sprchovani“ jsou dvefe blokovany (otevieni je mozné
pouze pomoci havarijniho tlacitka).

VZDUCHOVA SPRCHA
Air Shower

Zadni strana kiemikové desky je ta, na které se nevytvari
epitaxni vrstvy. Zadni strana kiemikové desky obvykle
neni le$ténd. Zadni strana desky se nekdy musi upravit
kvuli omezeni autodopingu.

ZADNI STRANA
Back Surface

Zasobnik je polypropylenova anebo teflonova kazeta
pouzivand na ulozeni kiemikovych desek. Horké SiD z
reaktoru se mohou vykladat pouze do teflonovych
zasobnikd.

ZASOBNIK
Cassette

Kiemikovd deska, ktera je pouzita v technologickém ZKUSEBNI DESKA
procesu vyluéné pro méteni vysledki. Test Wafer
Soucast epitaxniho reaktoru. Je to komora z kiemenného ZVON (KREMENNY)
skla, ve které probiha depozice. Ve zvonu je umistén

susceptor s kiemikovymi deskami.

Bell Jar




